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요약

본 발명은 게이트배선과 데이터라인간의 크로스토크(cross talk)를 감소시키면서 동시에 개구율을 증가시킬 수 있는 

액정표시장치의 제조방법에 관한 것으로, 투명절연기판 위에 게이트전극, 스토리지전극 및 패드전극을 동시에 형성

하는 단계;상기 게이트전극, 스토리지전극 및 패드전극을 포함한 상기 기판상에 제1절연막, 제2절연막 및 제3절연막

을 차례로 형성하는 단계; 상기 제 3 절연막상에 비정질층을 형성하는 단계; 상기 게이트전극 상부의 비정질층상에 

소오스 및 드레인전극을 형성하는 단계; 상기 결과물의 상부에 보호막을 형성하고, 이를 선택적으로 패터닝하여 소오

스전극, 스토리지전극상의 제 2 절연막 및 패드전극을 각각 노출시키는 제 1, 2, 3 비아홀을 형성하는 단계; 및 상기 

제 1, 2, 3 비아홀을 포함한 보호막상에 투명전극을 형성하는 단계를 포함하여 구성된다.

대표도

도 2e

명세서

도면의 간단한 설명

도 1a 내지 도 1e는 본 발명에 따른 액정표시장치의 제조방법을 도시한 공정별 평면도.

도 2a 내지 도 2e는 도 1a 내지 도 1e에 따른 공정별 단면도.
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(도면의 주요부분에 대한 부호설명)

5 : 유리기판 10 : 게이트전극

15 : 스토리지전극 20 : 패드전극

25 : 제 1 절연막 30 : 제 2 절연막

35 : 제 3 절연막 40 : 비정질실리콘층

45 : 소오스/드레인전극 55a, 55b, 55c : 비아홀

60 : 보호막 65, 65a, 65b, 65c : 화소전극

70 : 블랙매트릭스 라인

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 게이트배선과 데이터라인간의 크로스토크(cros

s talk)를 감소시키면서 동시에 개구율을 증가시킬 수 있는 액정표시장치의 제조방법에 관한 것이다.

일반적으로, 박막트랜지스터 액정표시장치는 일정 주기(게이트 신호주기) 마다 트랜지스터를 구동시켜 데이터 라인

으로부터 받은 신호를 화소전극과 스토리지전극 사이에 형성된 축적용량에 다음의 게이트신호때 까지 충전시켜 놓는

다.

이러한 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어, 축적용량의 설치방법은 크게 독립배선방식과 Cst-on-gate방식이 있

다.

그러나, 독립배선방식의 경우 축적용량전극을 위한 전용배선(금속이 사용되므로 투과되지 않는 영역으로 남음)이 어

레이에 추가로 설치되어야 하기 때문에 개구율이 감소된다는 문제점이 있었다.

또한, Cst-on-gate방식의 경우에도 독립배선방식 보다는 개구율에 있어 향상되었지만, 여전히 충분한 축적용량을 

확보하기 위해서는 게이트 라인의 선폭이 증가되어야 하기 때문에 개구율의 감소가 불가피하다는 문제점이 있었다.

따라서, 축적용량은 스토리지 전극과 화소전극의 중첩면적에 비례하고 두 전극사이의 거리에 반비례하는 관계에 있

기 때문에, 충분한 축적용량을 확보하기 위해서는 스토리지전극과 화소전극의 중첩면적을 넓히거나 스토리지전극과 

화소전극사이의 거리를 줄이는 방식(즉, 절연막의 두께를 감소시키는 방식)으로 개선시켜 왔다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 상술한 바와 같이, 충분한 축적용량을 확보하기 위해 중첩면적을 넓히면 스토리지전극의 넓이가 증가하여 개

구율이 감소되는 문제점이 있으며, 또한 충분한 축적용량을 확보하기 위해 절연막의 두께를 줄이면 게이트배선과 데

이터라인간의 크로스토크(cross talk)가 발생하는 문제점이 있다.

따라서, 본 발명은 상기 종래기술의 제반 문제점을 해결하기 위하여 안출한 것으로서, 스토리지전극 형성을 위한 여

분의 금속배선 면적의 증가가 수반되지 않으며, 또한 스토리지배선과 데이터라인간의 크로스토크를 감소시키면서 개

구율을 증가시킬 수 있는 액정표시장치의 제조방법을 제공함에 그 목적이 있다.
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발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 투명절연기판 위에 게이트전극, 스토리지전극 및 패드전극을 동시에 형성하는

단계;상기 게이트전극, 스토리지전극 및 패드전극을 포함한 상기 기판상에 제1절연막, 제2절연막 및 제3절연막을 차

례로 형성하는 단계; 상기 제 3 절연막상에 비정질층을 형성하는 단계; 상기 게이트전극 상부의 비정질층상에 소오스

및 드레인전극을 형성하는 단계; 상기 결과물의 상부에 보호막을 형성하고, 이를 선택적으로 패터닝하여 소오스전극,

스토리지전극상의 제 2 절연막 및 패드전극을 각각 노출시키는 제 1, 2, 3 비아홀을 형성하는 단계; 및 상기 제 1, 2, 

3 비아홀을 포함한 보호막상에 투명전극을 형성하는 단계를 포함 하여 구성됨을 특징으로 한다.

(실시예)

이하, 첨부된 도면에 의거하여 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하도록 한다.

도 1a 내지 도 1e는 본 발명에 따른 액정표시장치의 제조방법을 도시한 박막트랜지스터부와 스토리지전극부의 공정

별 평면도이고, 도 2a 내지 도 2e는 도 1a 내지 도 1e 각각에 따른 박막트랜지스터부, 스토리지전극부 및 패드전극부

의 공정별 단면도이다.

먼저, 도 1a 및 도 2a에 도시된 바와 같이, 유리기판(5)위에 게이트전극(10), 스토리지전극(15) 및 패드전극(20)을 동

시에 형성한다. 이때, 캐패시터-온-게이트(Cst-on-gate)방식에서는 게이트배선(10)과 스토리지배선(15)이 동일하

게 된다.

이어서, 도 1b 및 도 2b에 도시된바와 같이, 상기 게이트전극(10), 스토리지전극(15) 및 패드전극(20)을 포함한 기판(

5)의 상부에 제1절연막(25), 제2절연막(30) 및 제3절연막(35)을 차례로 증착한다.

이때, 상기 제2절연막(30)은 제3절연막(35)과 후속의 보호막과 선택적 식각이 가능한 물질로 형성된다.

바람직한 예로, 상기 제1절연막(25)과 상기 제3절연막(35)으로는 SiNx 또는 SiC, Al 2 O 3 을 사용하며, 상기 제2절

연막(30)으로는 선택적 식각이 가능한 SiO 2 또는 SiON을 사용한다. 또한, 상기 제3절연막(35)은 스토리지 전극(15)

과 데이터라인 전극사이의 크로스토크를 줄이기 위하여 500Å 내지 10,000Å 두께로 증착한다.

그 다음, 상기 제3절연막(35)의 상부에 활성층으로 사용될 비정질실리콘층(40)을 증착한다.

이어서, 오믹층(미도시)을 증착한 후 액티브패턴(17)을 포토리소그래피로 형성하여, 비정질실리콘층(40)과 제3절연

막(35)을 식각한 다음 제1절연막과의 선택적 식각이 가능한 제2절연막(30)을 식각해 낸다.

이때, 상기 비정질실리콘층(40)과 상기 제3절연막(35)은 SF 6 , O 2 , He 가스를 이용하여 식각하며, 상기 제2절연

막(30)은 CHF 3 가스를 사용하여 EPD(End Point Detect)방식으로 제2절연막 두께에 대한 약간의 오버에칭 타임으

로 제거한다.

그 다음, 도 1c 및 도 2c에 도시된 바와 같이, 소오스/드레인 전극(45)과 소오스/드레인용 금속패턴(45a)을 형성하고,

백채널에칭을 통해 채널영역을 형성한다.

이어서, 도 1d 및 도 2d에 도시된 바와 같이, 보호막(60)을 증착한 뒤 포토리소그래피 방법을 거치는데, 이때 게이트

전극(10)을 포함한 박막트랜지스터부에는 픽셀과 소오스전극을 연결하기 위한 비아홀(55a)을 형성한다.

또한, 스토리지전극(15)을 포함한 스토리지 전극부에는 축적용량을 증가시키기 위해 제 3 절연막층(35)까지만 제거

한 비아홀(55b)을 형성한다.

또한, 패드전극(20)을 포함한 패드전극부에는 보호막(60)으로 부터 제 3, 제 2, 제1절연막(25)을 제거한 비아홀(55c)

을 형성한다.

바람직한 실시예에서, 상기 보호막(60)으로 SiN을 사용하므로 건식식각시 패드부 비아홀(55c)에서는 보호막(60)과 

제 1 절연막(25)을 동시에 식각하는 반면, 상기 스토리지 전극부의 비아홀(55b)에서는 보호막(60), 비정질실리콘층(

40) 및 제 3 절연막(35)을 차례로 식각하지만, 제 2 절연막(30)은 식각선택비가 큰 SiO 2 층이기 때문에 스토리지 전

극부에서 더 이상의 식각은 진행되지 않는다.

따라서, 스토리지 전극부에서는 제1, 2 절연막(25)(30)의 두께만이 축적용량에 기여하게 되며, 도 1d에 도시된 바와 

같이, 스토리지전극(15)의 면적이 작다하더라도 제1, 2 절연막(25)(30)의 두께가 얇기 때문에 충분한 충전용량을 얻
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을 수 있게 된다.

마지막으로, 도 1e 및 도 2e에 도시된 바와 같이, 투명전도성막을 사용하여 화소전극(65)(65a)(65b)(65c)을 형성한

다.

이때, 상기 스토리지전극(15)은 컬러필터기판에 형성되어 있는 블랙매트릭스 라인(70)의 내부에 데이터라인과 평행

하게 배치된다.

발명의 효과

상술한 바와 같이, 본 발명은 데이터라인과 평행한 형태로 스토리지 전극을 블랙매트릭스 내부에 배치하여 개구율을 

증가시키는 동시에, 게이트절연막 증착시 제1절연막과 제3절연막 사이에 제3절연막과의 식각선택도가 큰 제2절연막

을 증착하 여 보호막 식각과정에서 스토리지 캐패시터부의 상기 제2절연막 하부에 위치한 제1절연막을 보호함으로써

, 화소전극과 스토리지 전극사이에는 제 1, 2 절연막만이 남게 되어 제 1, 2 절연막의 두께를 얇게 하여 충분한 축적

용량을 확보할 수 있으며, 또한 보호막 식각시 스토리지 전극부로부터 제거되는 제 3 절연막의 두께를 두껍게 함으로

써 스토리지배선과 데이터라인 사이의 크로스 토크(cross-talk)를 줄일 수 있다.

한편, 본 발명은 상술한 특정의 바람직한 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗

어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능할 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
투명절연기판 위에 게이트전극, 스토리지전극 및 패드전극을 동시에 형성하는 단계;

상기 게이트전극, 스토리지전극 및 패드전극을 포함한 상기 기판상에 제1절연막, 제2절연막 및 제3절연막을 차례로 

형성하는 단계;

상기 제 3 절연막상에 비정질층을 형성하는 단계;

상기 게이트전극 양측의 비정질층상에 소오스 및 드레인전극을 형성하는 단계;

상기 결과물의 상부에 보호막을 형성하고, 제 1 및 제 3 절연막과 보호막에 대하여 상대적으로 높은 식각비를 갖는 제

2 절연막의 선택적 식각에 의하여 소오스전극, 스토리지전극상의 제 2 절연막 및 패드전극을 각각 노출시키는 제 1, 

2, 3 비아홀을 형성하는 단계; 및

상기 제 1, 2, 3 비아홀을 포함한 보호막상에 투명전극을 형성하는 단계를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 액정

표시장치의 제조방법.

청구항 2.
제 1 항에 있어서, 상기 제 2 절연막은 제 3 절연막과 식각선택비가 다른 물질로 형성하는 것을 특징으로 하는 액정표

시장치의 제조방법.

청구항 3.
제 1 항에 있어서, 상기 스토리지전극이 데이터라인에 대해 평행하게 형성되고, 블랙매트릭스 내부에 배치하는 것을 

특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 4.
제 1 항에 있어서, 상기 스토리지전극부는 상기 제 1 절연막과 상기 제 2 절연막으로 축적용량을 형성하는 것을 특징

으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 5.
제 1 항에 있어서, 상기 제 3 절연막은 500Å내지 10,000Å두께로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제

조방법.
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청구항 6.
제 1 항에 있어서, 상기 제1절연막 및 상기 제3절연막은 SiNx, SiC 또는 Al 2 O 3 로 형성하는 것을 특징으로 하는 

액정표시장치의 제조방법.

청구항 7.
제 1 항에 있어서, 상기 제2절연막은 SiON 또는 SiO 2 로 형성하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

도면

도면1a

도면1b
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도면2a
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摘要(译)

根据本发明，保护膜形成在形成非晶层的非晶层上的源极和漏极的步骤
的上部：栅极电极上部：结果。并且这选择性地被图案化并且它包括源
电极，相应的第一和第二暴露第二绝缘层在存储电极和焊盘电极上，以
及形成3个通孔的步骤和在保护电极上形成透明电极的步骤电影包括第一
和第二，以及3个通孔。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/a7cb33ad-4f28-42da-b82f-5c3737dfc214
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